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１．はじめに 

 液晶ディスプレイ、有機 EL、システムオンガラスなどの制御回路では、高い電流駆動能力を有する高性能な薄膜

トランジスタ(TFT)が必要とされる。また、最近は３次元集積回路を実現するためのキーデバイスとして TFT が注目

されている。Poly-Si TFT は高い電流駆動能力を有していることから注目されているが、LSI に使用されている MOS

トランジスタと比較すると電源電圧は高く、オン電流はまだまだ不十分

であり、更なる低電圧化・電流駆動能力の向上が期待される。我々は、

図１に示すようなボトムメタルゲートを基板に埋め込む構造を有する

n-ch の自己整合(self-aligned)埋め込み型メタルダブルゲート

(Embedded MeDG: E-MeDG)低温(LT)poly-Si TFT を実現し、その高い性

能を報告した[1]。今回、n-chおよびp-chのself-aligned E-MeDG LT 

poly-Si TFTを形成し、その性能を評価した。 

 

２．実験 

 ガラス基板に反応性イオンエッチング(RIE)によりボトムメタルゲート用の凹構造を形成したあと、スパッタ装置

を利用してタングステン(W)を埋め込む。次にCMPにより余分なWを除去し、ボトムメタルゲートを形成する。続い

て、プラズマCVDを利用し、ボトムゲート酸化膜、アモルファスSi(a-Si)膜を形成する。形成したa-SiにDPSS CW

レーザラテラル結晶化(CLC)を施しpoly-Siを形成したあと、再びCVDでトップゲート酸化膜、スパッタ装置により

W を成膜する。その後、ボトムゲートをマスクに利用した自己整合技術[2,3]によりトップメタルゲートを形成し、

イオン注入を行う。最後に、CVD により層間絶縁膜を成膜し、電極を形成することで最高温度550℃のプロセスが完

了する。 

 

３．結果 

 作製したゲート長 10μm の self-aligned 

E-MeDG LT poly-Si TFT のトランスファ特性

と出力特性、およびその解析結果を図２に示

す。n型、p型ともに鋭い立ち上がりが確認で

きる。また、gmから求めた線形領域の（見か

け上の）移動度においても非常に高い性能が

得られた。 

 

４．まとめ 

 n-ch および p-ch の self-aligned E-MeDG LT 

poly-Si TFT を作製し、高い移動度，鋭い立ち上

がり特性を確認した。本結果はガラス基板上の低電

圧動作CMOS回路の実現の可能性を示すものである。 
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図１. 埋め込み構造を有する自己整合

メタルダブルゲート低温poly-Si TFT  

*Nominal 

図２. (a)トランスファ特性 (b)出力特性 (c) TFT特性の解析結果 
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